v 20 ATERIALY
ELEKTRONICZNE




http://rcin.org.pl



OSRODEK NAUKOWO-PRODUKCYJNY
MATERIALOW POLPRZEWODNIKOWYCH
WARSZAWA

ROK 1975 Nr 2(10)

ELEXTRONIGZNE

WYDAWNICTWA PRZEMYStLU MASZYNOWEGO ,WEMA"
WARSZAWA 1975



KOLEGIUM REDAKCY JNE

Redaktor,Naczelny: Bolestaw Jakowlew

Z-ca Redaktoro Naczelnego: Pawet Drzewiecki

Redaktorzy dziatowi:
Jan Bekisz
Bohdan Ciszewski
Zenon Horubata
Andrzej Hruban
Czestaw Jaworski
Edward Szabelski
Andrzej Taczanowski

Wtadystaw Wiosifiski
Sekretarz Redakcji: Ewa Brojan

Adres Redakciji:
Warszawa, ul. Konstruktorska 6, tel. 43-74-6)1 | 43-54-24



Spis tresci

Badanie dyslokaciji w krzemie i w krzemowych warstwoch epitaksjalnych za pomocg rentgenowskiej topo-

grafii odbiciowe| metodg Berga-Barretta - W . WIERZCHOWSKI ., e 0 eriaieriniiinienineanenanns
Wplyw wy jéciowego arsenku golu na moc promieniowania dyfuzyjnych diod elektroluminescency jnych -

J. KOWALSKI, P, KAMINSKI, A, HALAK i E, PIETRAS .. .cvveiereronnacnconcnracosnssonacans o
Spiekanie pod ci¢nieniem proszkéw Al,O3 - B, JAKOWLEW i F. STERMA 200000000000Mo S R B a0 s

Zastosowanie metody betaskopowej do wyznaczania grubotci warstw metalizocy jnych no podtozu cerami-
cznym - M, PIERZCHALA-CHYLINSKA , ... tritiiiiirein o rirronenontensracersncnnsaosnnne

Badania nad wptywem rozktadu uziarnienia A|203 na gestos¢ wyrobéw ceramicznych - J, MORAWSKI .,

Przeglgd metod onalizy metali i materiatéw pétprzewodnikowych - C. JAWORSKI, Z,PATRYAS, W, SO-

KOLOWSKA i J, WITKOWSKA L. e e siiiraiietonere-oraassiotsces-are-sronssanssososasens

Ocena stopnia zdefektowania warstwy tadunku przestrzennego dyfuzy jnych ztgcz p-n w arsenku galu -
Eo (PUEIYAS 608800000000000000000000000000009600600A050000009056000000ACC00AGII0E00 08000

COZIEPXAHUE

flcczezopaEMe NRCIOKAOME B KPeMEMH B KPEMHEEBYX 3MMTAKCHAJLHHX MONEHEAX NDH NOMOMH PeHTre-
HOBCKOft Tomorpajmm mertozoM Bepra-Bapperra — B, BEEXOBCHM sesceecececcsscscccccscancese

BnEERWe NApAMeTDOB ECXOZHOTO ADCEEUZA TajiEd Ha MOMHOCTD M3NyYeHnA XRHHYSHOHENX CBETO-
zHoRoB - fl, ROBANBCHM, O. KAMVHECKA, A, TAIAK ® 3. TMETPAC evecoveescsccessossconcccass

CnezarEe mopomrod AI,03 mox naszesmen — B, AKOBIEB, @, CTEPMA iseeceercscecscoceescesdess
[pEMeHORE® DAIROAKTHBHOIO METOZA UCCIEZOBARLA 0003HAYEHUA TOMUEN Me TAANHYOCERX

CHO6B EA HODAMMYECEHRX moanoxkax — M, IEXXAJA- HA secocosvsavsesscssssccscscscns
ﬂccg!egqnanle BIRANEA pacnpezencHEs 3eped AI>03 aa ONOTHOCTH EePaMHYeCREX R3ZeImlf ~ A. Mo~
o 9080000000000 08000R0RR00RRRR R SRR RIRRRSRRRILRRROISRAIROARRIGISOIABRORORRARY

00630p MOTOZOB QHANE38 MeTALNOB @ NOAYIPOBOABEEOBHX MaTepHanos - Y, ABOPCKH, 8, MATPUAC,
B, COKOJOBCKA & fl BUTKOBCHA coveccaccosecacssaccenoasacessscassossncnsscssscscssscscncane

Onegxa uﬁgigmocn CHOE OGBEMHEOr0 3apAfa ABGOYSHOEBHX P-I NEDEXONOB B 8DOGHHAE TALNEA =

P 0000000000000 000006000000s00Retacoidottisc ssistonssssosnseacsesssssssssnsces

Contents

The investigation of dislocations in Si and in epitaxial Si layers by Berg-Barrett x-ray reflection topo-
graphy = W, WIERZCHOWSKI ;. ..ueteeacessoceoacasossacsscosossansasssescocsotosnocosnnsan

The influence of initial gallium arsenide parameters on power emitted by light-emitting diodes - J, KO-
WALSKI, P, KAMINSKI, A, HALAK and E. PIETRAS, ... ... e viviitinrorennanornnonnnnnnanonne

Pressure sintering of Al;O3 powders - B, JAKOWLEW and F. STERMA . .. ...cc.ciiianivnnirusnnas
The application of radioactive method to thickness measurement of metalizing films on ceramic substra-
tes =M, PIERZCHALA-CHYLINMSKA L. 0vuiueiniurueesmsmsrinso-ninssnrsannsnronesssrasssnss

The impact of grains distribution on ceramic products density - J, MORAWSKI ,........c.00uennnnn.s
Methods of analysis of metals and semiconductors - C. JAWORSKI, Z., PATRYAS, W, SOKOLOWSKA
and J. WITKOWSKA e eienesearoasesrasoerosarasacnsssssososasaorscsssosasncsasaras 4o &

The evaluation of spoce charge layer defects in gallium arsenide diffusion p=n junctions - E, PIETRAS

7

18
23

28
36

40

52

18
23

28
36
40
52

18
23

28
36

40
52



rlAE'KElllll::I'cZIE Nr 2(10) 1915

W, WIERZCHOWSK |: Badanie dyslokacii w krzemie i w krzemowych warstwach epitaksjalnych za pomocg
rentgenowskie| o pografii odbiciowej metodg Berga-Barretta

Zajmowano sie zagadnieniami stosowania metody rentgenowskie| topografii odbiciowe| Berga=-Barretta do ba-
dania dyslokoc|i w krzemie, Przefledzono zmiany kontrastu w funkcji réznych reflekséw na plytkach podtozo-
wych i warstwach epitaksjalnych o orientacii (im ). Metode odbiciowg Bergo-Barretta zastosowano réwniez do
badania dyslokacji niedopasowania.

J. KOWALSKI, P. KAMINSKI, A, HALAK i E, PIETRAS: Wplyw wyjéciowego arsenku galu na moc promienio-
wonia dyfuzyjnych diod elektroluminescencyjnych

W artykule stwierdzono przydatnofé testowych struktur diodowych do badah wlasnofci elektroluminescencyinych
arsenku golu. Zbadano wplyw parametréw materiaty wy jéciowego /koncentracji nofnikéw tadunku, gestosci
dyslokacji/ no moc promieniowania dyfuzyjnych diod elektroluminescencyjnych.

B. JAKOWLEW, F, STERMA: Spiekonie pod ciénieniem proszkéw A|203

Artykut jest wprowadzeniem w problematyke spiekania pod ciénieniem w podwyzszonych temperaturach prosz=-
kéw Al704.

M, PIERZCHALA-CHYLINSKA; Zastosowanie metody betaskopowe| do wyznaczania grubosci warstw metaliza-
cyjnych na podlozu ceramicznym

Przeanalizowano mozliwe$é wykorzystania metody radioaktywnej/betaskopowej/ do pomiaru grubosci warstw
metalizacji na podlozu ceramicznym. Przedyskutowany jest wplyw niewielkich zmian temperatury spiekania
oraz ziarnistofci pasty metalizacyjnej no doktadno§¢ pomiaru. Przedstawiono réwniez metode pomiaru grubotci
warstw w pokryciach dwuwarstwowych.

J. MORAWSKI: Badania nad wptywem rozkladu uziarnienio Al2O3 na gestos¢ wyrobéw ceramicznych

Przeprowadzono bodania nad wptywem rozkladu ziarnowego tlenku glinu na sposéb jego upakowania. Jako mia-
re upakowania przy jeto porowato§¢ ksztattek po prasowaniu, Otrzymane wyniki potwierdzajg stuszno$¢ wzoru
Furnasa,

C. JAWORSKI, Z. PATRYAS, W, SOKOLOWSKA i J. WITKOWSKA: Przeglgd metod analizy metali i materia-
Y6w pélprzewodnikowych

W artykule zestawiono metody spektrograficzne, spektrofotometryczne, polorograficzne i spektrometrii masowej,
stosowane w analizie metali specjalnie czystych i podstawowych materiatéw do celéw pélprzewodnikowych.

W tabelarycznych zestawieniach podano rodzaj analizowanego materialu, krétkg charakterystyke metody oraz
oznaczone pierwiastki i granice oznoczolnofci.

E. PIETRAS: Ocena stopnia zdefektowania warstwy tadunku przestrzennego dyfuzyinych ztgez p-n w arsenku
galu,

Przedstaw\ono metodyke badania parametréw elektrycznych dyfuzyjnych zlgcz p-n w arsenku golu, umozliwio-
igc@ ocene zdefektowania warstwy ladunku przestrzennego zlgcz p-n.
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B. BEXXOBCKU: Wccrezopanme ZHCAOKALHR B KPeMHNR N KPOMHNOBHX 3MMTAXCNANBHHY MIEEXAX NPH OOMOWE
peHTreBOBCKOR Tomorpadme merozoM bepra-Eapperra

06cyxZeHH MpoGNeMH NPUNeHEEHA DEHTIeNOBCKOrO TOmOrpajeuecroro Meroza bepra-Bapperra AnA
HCCAeOBAHMA RECHOKAURR B KPeMHHM., AEAaNMB8NPOBAH KOETDACT B 38BMCHHOCTH OT NpEMEHeHsI pas—

HWX pedAeKcOB Ha MOXNOXKKAX H SNMTAKCHANBEHX MAGHKAX ¢ opueHraume#t (III).

MeToX Fepra-FappeTTa TakzEe OHA LHp¥MeHEeE ZNA HCCAeZOBAHMA ABCHOKALRA HECOOTBOTCTBAA.

fle KOBAARCKH, [1, KAMWHBCKY, A. TAJAK m 3, [ETPAC: BiusHNe napamMeTpoB NCXOZHOrO apceEMaa
raliMf Ha HOMHOCTH N3NYUeHHA ZEPGYSHOHHHX CBETOZROZOB

B crarhe yCTaHOBJEHA BO3HONEOCTD NPRMOHEHNA AUONHMY CTPYKTYP AAA MCCA@ZOBAEHA 3NeKTPOJAKMMHEO-
OeHTHHX CBOHCTB apceruza ramimd. McclezoBaBo BAMAHHO MApaHeTPOB MCXOZHOI'O MaTepuana /KOHOEH-
TpanEN HOCNTele# TOka N NAOTHOCTN AHCIOXANH#/ Ba HORHOCTD N3AYWSHHA AuQPYSMOHHMY CBOTOZMSXOB,.

B. IKOBNEB, &, CTEPMA: CnexaHMe MNOPOEKOB AIZO3 noA A8BIGHNEM.

CraThf ABIAGTCA BBOJAGHHHM HATODNAIOM, KACAUREMCA NpolleM NpecCOBAHEA A1203 B NOBHHOMHHX TOM-
neparypax,

M, [EEXXANA-XHAMHBECKA: [IpeMeneEMe pDSANOAKTHBHOIO MeTOZ8 MCCI6ZOBAEMA XNA OCO3HMAYEHMS TONEMEH
MeTAANHYEOCKHX CIOSB HA KepaMMJeCKKX NOANOXKAX

RccnezoBaHa BO3MOXKHOCTH ODHMOHEENA DAZMOAKTHBHOI'O MOTOZA ZNH M3MEDOHMA TONEMHM MHOT'OXOMIOHeH-
THEHX MOTANNNYOCKKX CH06B Ha KepaMuke., HccleZoBAHO BAHHHN® HOGOABMHX H3MOHOHHI TesxnepaTypu
CNeKAaHNA N 36PBUCTOCTH MeTANNNVECKOR MACTH HA TOYHOCTH MaMepeHu#l, OZEOBpeMEHHO MpeXCTaBIGH
MOTOX M3MODeHHA TOJAMMHH CIO6B B ABYXCAORHHX MOK[HTMHX,

M. MOPABCKA: HccreaoBaHNe BANAHMA DAacHOpeZeNeHHA 8epeH A1203 Ha OAOTHOCTH KOPAMMMOCKHX H3Zeaui,
Mayveno Bamssse pacmpezezesma seped Al,O; Ha cmocol ero ynaxoBXH. 3a Mepy YNAKOBKM NpPHHATA

gopncroc;s $acoBHHX Eajenmit mocre npecéoiaaln. lonydeEuMe peayabTaTh NOXTBEPXZADT NpP8BHABHOOTH
OpMYMH $ypEaca.

Y, ABOPCKY, 3, MATPHAC, B, COKOXOBCKA ¥ A, BUTKOBCKA: O630p MeTOZOB aHANIK38 KOTAMIOB U OOAY-
MPOBOAHHKOBHX M&T6DHEAJIOB

CrexaH 0080p cnexTporpap¥yeckux, CnexTpodoTOMOTPBUECKHX, MOAAPOrpadHIeCKEX H NAacC-CHBKTPOMOT-
PEYOCKEX MOTOXOB 8HAJNIEBA YHCTHX MOTANNOB B OCHOBHHX MOJAYNPOBOXHEKOBHX MATeDHANOB. B TadaHyax
COOpaNM pABIHYNHE 8BHANMBMDYEMHE M8TepHAlH, KODOTKO A8HH MOTOAH HX 8HANH3a, ONpeZeNAOMHE
87eMeMTH M Npefeld ONpeXeleHEf,

3. IETPAC: Onmenxa AedeKTHOCTH CJIOA OCBEMAOro 88pAAa AEGOYBEOHHMX P-0 mepeXOZOB B 8pCeMHne raanun

B cTaThe MpeACTABIEHA MOTOZHKA HCCUIEROBABHA SIEKTPHYECKHX NADAMETPOB AMPOYBHOMENY D~O NepexoA-
ﬁggegogggeunne ramnMA, KOTOpas ZaeT BO3MOXHOCTb OLEHBTH AGQEKTHOCTH CHOA OGBHOMHOTO BApAZA p-n
L]
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W. WIERZCHOWSKI: The investigation of dislocations in Si and in epitaxial Si layers by Berg-Barrett x-ray
reflection topography
Problems of application Berg-Barrett x-ray reflection topography for dislocation studying in Si ore analysed.

Contrast changes as functions of various reflections on substrate wafers and epitaxial layers of (111) orienta-
tion are investigated. The reflection Berg-Barrett method is also used for studying of misfit dislocation.

J. KOWALSKI, P, KAMINSKI, A, HALAK , E. PIETRAS: The influence of initial gallium arsenide parame-
ters on power emitted by light-emitting diodes

The test diode for investigation of GaAs electroluminescent properties was introduced. The impact of material
parameters /carriers concentration, dislocation density/ on power emitted by diffused electroluminescent
diodes was studied.

B. JAKOWLEW, F. STERMA: Pressure sintering of AlyO4 powders

The various techniques of Al,O3 powders sintering ore described.

M. PIERZ CHALA-CHYLINSKA: The application of radicactive method to thickness measurement of metalizing
films on ceramic substrates

The purpose of the paper is to investigate the possibility of radicactive method’s use for the thickness measure-
ment of metalizing films on ceramics. The influence of the firing temperature departures and the line resolution
changes in metalizing compositions on,measurement’s accurocy is discussed. The method of thickness measure-

ment in two-layer metalization on ceramics is presented.

J. MORAWSK: The impact of grains distribution on ceramic products density

The influence of alumina porticles distribution on his packing was investigated. The porosity of the compact
/after pressing/ has been taken as a packing factor. Results are in ogreement with Furnas equation.

C. JAWORSKI, Z. PATRYAS, W. SOKOLOWSKA, J, WITKOWSKA: Methods of analysis of metals and semi-
conductors

The presented paper covers some problems of high purity metals and semiconductor materials analysis by spark
source moss spectrometry, emission spectroscopy, spectrophotometric and polorographic methods, The compeori-
son of various techniques based on determined elements and detection limits is given,

E. PIETRAS: The evaluation of space charge layer defects in gallium arsenide diffusion p=n junctions

The method of evaluation of space charge layer defects in gallium arsenide p-n junctions by investigation of
p=n junctions electrical parameters is described.
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Il pstrocze 74r, - krajowe

1. M, Milosz, Cz. Jaworski, Z. Potryas, W, Sokotowska, J. Witkowska w dn. 26-31.VIil.74 r. uczestniczy-
li w IV Konferencji Chemiii Analitycznej, ktéra odbyta si¢ w Worszowie,

2. Z. Patryas w okresie 9 - 12,1X.74 r, uczestniczyt w Lublinie w Migdzynarodowe| Konferencii nt. "Implon-
tocji jonéw w pStprzewodnikach" .

3, T. Dré2dz, Z. Horubala, . Kaczyfiski oraz K. Wolski uczestniczyli w dn. 26 - 28.1X.74 r, w VIII Konfe-~
rencji Metaloznawczej /Gliwice/, ktérg zorganizowat Zaktad Metaloznawstwa Instytutu Metalurgii Zelaza
PAN wespét z Zarzgdem Gléwnym Stowarzyszenia Inzynieréw i Technikéw Przemystu Hutniczego.

4, P, Kamifiski, E. Pietras, S. Strzelecka w dn, 30.1X. - 3,X.74 r. uczestniczyli w Zakopanem w Il| Ogél -
nopolskiej Konferencji nt. "Mikrofalowa elektronika cialo statego”.

5. J. Bekisz, H. Majewski, M. Rychcik oraz K. Szadkowski w dn, 8 i 9,X.74 r. uczestniczyli w Seminarium
nt. "Powlok ochronnych zorganizowanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej.

é. Z, Furkacz, W. Tywonek oraz W, Wojtun w dniach 22 - 23.X1.74 r. wzieli udziat w |1l Krajowej Konferen-
cji Piezoelektroniczne|, zorganizowanej w Zaktodach Podzespotéw Rodiowych "OMIG" w W-wie przez Sekcije
Elektroniki Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich,

7. J. Bekisz, A. Bukowski, A. Hruban, W, Jeske, L. Prus, J. Tokarski, E. Zalewski, W, Wojtun w dniach
22-27 , X, 1974 ¢, uczestniczyli w || Ogélnopolskim Seminarium "Monokrysztaly z fazy cleklej", zorganizowa-
nym w Uniejowie k.todzi przez Zaktad Dofwiadczalny przy Hucie Aluminium w Skawinie. Zgloszono akces
organizacji kolejnego seminarium przez ONPMP.

8, A, Szymofiski w dn. 5-7 . XI.74 r, uczestniczyt w Rzeszowie w Konferencii Naukowo-Technicznej nt."Tech-
nologia obrébki éciernei”, wyglaszajgc referaty: "O potrzebie wdrozenia oceny reaktywnoici i zwilzalnotci
spoiwa w technologii wytwarzania narzedzi Sciernych” oraz "Oceno topliwokci spoiwa i wytrzymototci cieplnej
¢ciernicy ceramicznei™ w zakresie temperatur powyzej 10007C

9. H. Rutkowska oraz W, Osowska w dn. 21-22.X1.74 r, uczestniczyly w Rzeszowie w Seminarium nt, "Meta-
lurgia proszkéw" .

Il pStrocze 74 r, - zagraniczne

1. T. Drézdz oraz A, Grodzifiski uczestniczyli w IV Konferencji nt, "Analiza termiczna", ktéra odbyta sie
dn, 8-13.VIl.74 r, w Budapeszcie.

2. t, Kaczyfiski w dn. 9-16.VII.74 ¢, uczestniczyli w VIl Migdzynarodowej Konferencji nt. "Optyka rentge-
nowska i mikroanaliza”, ktéra odbyta sie w Moskwie. £, Koczyfiski wyglesit komunikat nt. "Badanie wzrostu
monokrysztatéw krzemu mechanizmem VIS z udziatem zlota i platyny”.

3. W. Brzozowski i E, Pietras w dniach 21-27.1X.74 r. uczestniczyli w V Migdzynarodowym Sympozjum nt.
"Arsenek golu i zwigzki pokrewne", ktére odbylo sie w Deauville /Francio/.

4, M, Haluszko, F. Sterma oraz H, Rutkowska w dn, 1-4.X.74 r, wzieli udziat w IV Miedzynarodowej Konfe-
rencji nt. "Metalurgia proszkéw", ktéra odbyta sie w Strbsko Pleso /Czechostowacjq/ .

5. M. Kusowski oraz Z. Patryas w dn. 9-12,X.74 r, uczestniczyli w lIl Ogélnowegierskiej Konferencji Meta-
Ii Rzadkich /Ajko - WRL/ wygloszojge komunikat nt, "Oczyszczonie golu metodg topienia strefowego oraz
metodyka analiz i obrébka otrzymywanych wynikéw".,

6, A. Szymafiski w dn. 5-7.X1.74 r, uczestniczyt w Bolonii w || Migdzynarodowym Sympozjum Ceramicznym,
wyglaszajge referaty: "Migracjo tlenkéw barwipcych w porcelanie i ich wplyw na parametry optyczne tworzy=
wa" oraz "Metoda okre¢lanio odpomotci na écieranie tworzyw ceramicznych",

7. K. Nowysz, M, Pawlowska, W, Rybka, J. Sass oraz B. Surmo uczestniczyli w Sympozjum dot. metodyki
pomiarowej materiatéw péiprzewodnikowych, kiére odbyté sie w dn, 7-15.XI1,74 r. w Swierdlowsku /ZSRR/ .

8. C. Jaworski uczestniczyt w Moskwie w dn, 25-30.X.74 r, w posiedzeniu Centrum Koordynacyjnego RWPG,
gdzie wygtosit referat nt, "Aktualny stan metod onalizy metali wysokiej czystosc] w PRL",



INFORMACJA DLA AUTOROW

W celu vlatwienia prac redakcyjnych zwiqzanych z przygotowaniem materiatu do druku redakcijo prosi
Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

1. Objetotci artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

2. Artykuly powinny byé napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interliniq /co drugi
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionkq. No arkuszu nie powinno by¢ wigcej niz 31
wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony powinny byé numerowane.

3. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczyé miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone rysunki i tabele.
4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nolezy wykonywaé osobno /nie w maszynopisie

calego artykutu/, w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerowaé¢ kolejno. U géry kazdej tabeli
podaé tytul objasniajqcy .

5. Artykuly nalezy nadsylaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dolqczone do nich krétkie streszczenia w jezy-
ku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

6. Artykuly powinny w zasadzie byé podzielone logicznie na czeéci o w czeéci koficowej winny byé sformulo-
wone wnioski. Tytuléw rozdziatéw nie nalezy podkresloé. W miare moznosci unikaé podziatu artykutu na
oddzielnie zatytulowane czesci .

7. Rysunki powinny byé nadsylane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz zatqczone oddzielnie
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zawierajqce teksty mipiséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé
oddzielnie /niezoleznie od tekstu artykuléw/, w 4 egzemplorzach. Rysunki nalezy wykonywaé na przezro-
czvstej kalce drukarskiej.

8. Fotografie powinny byé ostre i wykonane na bialym blyszezqeym papierze fotograficznym. Numery fotografii
i powigkszenie nalezy podawoé na odwrocie - oléwkiem. Numeracjq nalezy objqé rysunki i fotografie
Yqcznie /nie stosowaé oddzielnej numeracii dla rysunkéw i oddzielnej dla fotogrofii/.

9. Po zakoficzeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury, wymieniajqc kolejno nazwisko autora i pierwsze
litery imion, pelny tytut dzieta lub artykutu, tytut czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok,
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny byé numerowane, w tekécie powotania na numer
pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [1]

10. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczer wielkosci we wzorach itp. powin=
ny byé& zgodne z terminologiq przyjetq przez Polskie Normy, Miedzynarodowy Uklad Miar /St/ oraz z in-
nymi obowiqzujqcymi przepisami.

11.Maszynopis powinien byé& bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek no stro-
nie nie powinno by¢é wigcej niz 5.

12. Redakejo zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyinych, niezbednych skrétéw,
korekty stylistycznej itp.

13.Fakt nadeslania procy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicznych® uwazany jest zo réwnoznaczny
z ofwiadczeniem Autora, ze proca nie bylo drukowana oni wystana do drukowania w zadnym innym czaso-
pismie krajowym |ub zagranicznym.

14. Autorzy proszeni sq o dokladne podawanie adresu i numeru telefonu celem tatwiejszego porozumiewanic sig
i ewentualnego przeslania naleznego honorarium.



Material przygotowany przez Zleceniodawce.
WPM "WEMA", Warszawa 1975, Noklad 500+60 egz. Ark.wyd. 5,03,
Ark. druk. 5,5/A. Zom. 1236/75-6-2/C
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